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平成３０年度 研究成果

アチソン法 気相反応法(CVD法)

SiCの生成(生成温度、生成の容易さ、生成過程)に及ぼす炭素源の影響を調査

各種炭素原料を用いたSiCの合成

Me-Si

V

1700-2500 C

SiO2 + 3C → SiC + 2CO

Si + C → SiC (直接反応にも使用可能)

Graphite

Silica sand

-SiCアチソン法では主に-SiCが生成

Si含有ガス
(SiCl4)

C含有ガス
(トルエン)

-SiC

気相法では主に-SiCが生成

活性の高いSiを含むガスおよび
Cを含むガスとを分解・反応させ
SiCを生成させる

1200 C

10 C/min

5 h

Ar (2 L/min)

or

1300 C

10 C/min

5 h

Ar (2 L/min)

Bark charcoal / 1000 C / 88.2 %

Bark / 100 C / 15 %

Graphite / +98 %

Carbon black / 99.6%

SiCの生成量は、揮発成分
の不純物を含まない黒鉛使
用で最も低く、揮発成分を
多く含む樹皮粉で最も多く
生成

黒鉛は固相-固相反応が主
カーボンブラックや樹皮炭は
固相-固相反応と気相-固相反応

樹皮粉は気相-気相反応が主
となって、SiCが合成されている可能性が高い

黒鉛と比較して木質系やカーボンブラッ
クを用いると、その含有揮発成分の関与
によりSiCの生成が促進され、生成温度
を低温化することが可能であった。

1200 C合成

1300 C合成

XRDの測定結果


